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(57) Abstract:

The invention concerns a method for making

an epitaxy support, including forming, in a first monocrystalline
conductive silicon carbide (SiC) or monocrystalline gallium nitride
(GaN) substrate, an insulating monocrystalline silicon carbide or an
insulating monocrystalline gallium nitride layer. The method further
includes transferring said monocrystalline silicon carbide or gallium
nitride layer onto a second substrate (4) made of polycrystalline
ceramic material having a thermal conductivity not less than 1.5
W.cm K. The method enables economical and efficient electronic
components to be manufactured, in particular for power high
frequency applications.

(57) Abrégé : Procédé de réalisation d'un support d'épitaxie, compor-
tant la formation, dans un premier substrat (2) de carbure de silicium
(8iC) ou de nitrure de gallium (GaN) monocristallin conducteur, d'une

couche (14) de carbure de silicium monocristallin isolant ou de nitrure de gallium monocristallin isolant. Le procédé comprend en
outre le report de cette couche de carbure de silicium ou de nitrure de gallium monocristallin sur un deuxieéme substrat (4) en matériau
céramique polycristallin ayant une conductivité thermique supérieure ou égale a 1,5 Wem ' K. Ce procédé permet de réaliser des
composants électroniques économiques et performants, notamment pour des applications haute-fréquences de puissance.



